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M10-N



材料特性

生长方式

掺杂剂/型号

氧含量

碳含量

位错密度

晶向

电学特性

电阻率

少子寿命

几何尺寸及表面性能

硅片型号

几何外形

倒角边形状

硅片边长

硅片对角线

倒角尺寸-直角边

倒角尺寸-弦长

直角度

厚度

Ttv

线痕

翘曲度

切割方式

M10

准方  Square

圆弧角  Curve Angle

182±0.25mm

247±0.25mm

7.51±0.5mm

10.62±0.7mm

90±0.15°

±10μm

≤25μm

≤13μm

≤40μm

金刚线切割  Diamond Wire Slicing

0.4~1.6Ω.cm

≥800μs

硅片尺寸示意图
Schematic Diagram Of Wafer Dimension A

C

B

Size：M10
A：182±0.25mm
B：247±0.25mm
C：7.51±0.5mm

CZ

P/N型

≤6.×10    atoms/cm3（12ppma）

≤5×10     atoms/cm3（1ppma）

≤500pcs/cm²

<100>±2°
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单晶硅片规格书
Mono-Wafer(DW)Series Specification A(182)

M10-N

     Growing Method

           Dopant/Model

Oxygen Content

Carbon Content

     Dislocation Density

Crystal Orientation

 Resistivity

     Minority Carrier Lifetime

        Wafer Model

        Geometry

            Chamfered Edge Shape

         Wafer Side Length

             Wafer Diagonal

                       Chamfered Edge Length

                  Chord Length

     Right Angle

Thickness

Total Thinckness Variation

Saw Marks

     Warpage   

        Slicing Method
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